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QHDE=0ate=-Array-System mit 12 OO0 Bauelementen

Das CMOS=CGate-Array-System U 5200 gestattet den Anwendern, selbst digitale Schaltkreise zu ent-
werfen, chne daf umfaspsende Detmilkenntnisse des Entwurfes von Schaltkreisen notwendig sind.
Dieses neuartige Hermngehen an den Entwurf von digltalen Schaltkreisen wird durch eine Relhe von
Vorarbeiten des Schaltkreisherastellers ermiglicht. Umfangreiche Entwicklungssoftware und ein Kata-
log verwendbarer logischer Grundelemente gestatien eine Umsetzung der Anwenderaufgabenstellung in
des Gate Array. Damit die gewilngchten Scheltkreise schnell zur Verflgung stehen, lat die Grund-
struktur eines Gete Arrays fir alle Scheltkreise gleich (Master U 5201) und wird durch drei
kundenspesifische Ebepen (davon zwel Verdrahtungsebenen) modifisziert.

—

Das Gate-Array-System U 5200 bietet folgende Vorteile:

¢ kurze Entwicklungszelten
Rentabilitdt bereits beil geringen Sticksehlen

» weltestgehende Unterstiiteung des Entwurfes durch Zellembibliothek
mit etwa 100 Zellen und komfortables Entwurfasyastem

Eraatz von 100 ... 200 Standard~Logik-Scheltkrelsen
Hutzung leistungsarmer CHOS-Technologie
TTL-kompatibel; ausgangsseitig Treibung einer Stendard-TTL-Laai



Technische Ubersicht

Mester U 5201
Gesamtgatteriiquivelent: 3000

(Catteriquivelent entepricht NAND/NOR mit 2 Einglingen)

davon 1020 Logikgattertiquivelente

Masterausnutzung bis etwa B0 % miglich

102 JE-Master-Sleve-Flip-Flope
52 EfA=Stufen

Mekrozellenkatalog enthélt: Inverter, Grundgatter, Deceder, Multiplexer, Demuliiplexer,
JE-Master-Slave=Flip-Flops, Arithmetikschel tungen, ZE&hler, Tiﬂll‘;l
Schieberegister, Segmentdecoder, E/A-Stufen
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Allgemeine Betriebsbedingungen

Kurzg-
seichen min, MAX. Edinhelt

Betriebsspannung Uee 4,75 525

L-Eingangss pannung Uy, =043 0,8

H-Eingangsspannung “IH 2,0 Umq-ﬁ M | v
Ungebungatemperatur J.P;_ o T0 o .

Ile speziellen Betriebsbedingungen sind von der Gate-Array-Eundenverdrahtung abhingig.
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Kurz= Einheit
gedichen min. MEX .
Ruhestromverbrauch 1 29 200 ok
1)
Elngengeleckstrom ey L 10 UA
Summenleckatrom aller 11""'1 LH3 /
Eingéinge ohne Low=
Haltetransistor
H-Bingangsleckstnom 19 Triti 40 Jul
(fgmmeglenkatrnzlt
B’ ar iﬂﬂ&ﬂgﬂ
Low-Heltetrensiotor)
L-hAusgangad pANNUNS 2) Usg, a,4
H-Ausgangsspantung 3) UﬂH 2,8 v
Elngedgekapasitdt GI 10 B
1)
ﬂe} bed U = 5,25V, Upy = 5,25 V
bei I'D = 2 mh
3)

Die Betrlebgatromeufnehme iat von der Kundenverdrehtung mbhiingig.

Grenzwerte

Flir die Gate-Array-Rauelemente sind die MOS/CHOS-Behandlungsverschriften einzuhalten,

bed Uy = 4,75V, Ig = =0,4 mA

Kurz=- Einheit
zeichen min. max.,
Betriebespannung Uop = 0,5 7,0 v
E a an allen u = 0,5 T0 v
Binsmx:n pennung 1 . ’
Auagangsspannung Uy - 0,5 T,0 v
Verlustleistung By 0,5 W
“riebstemperatur e & 0 70 %
Lagertemperatur é, - 55 125 °c
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